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The Use of Ge and 31 3ingle Crystals for Precision Neasurement

in X-ray Spectroscopy.

Ji¥{ Drahokoupil, Anton{n Fineerland
Institute of Technical Phvsics, Prane

In our laboratory in éhe Institute of Technical Phvsics of Cue-
chosiovak Academy of 3ciences we studv the etfects of chemicnl
bond on the K group lines of transition elements. Recer.tlv we
have made a selection of crystals for [1 orescent method measure-

ments on double crystal spectrometer.

Melloof (1955) called attention to tre u= of germaniun ervsteln

for X-ray spectroscopy. Further Ballkovsky and rabaiova (1937) hav
shown by precision measurements on (111) plaues of sorpanium, that
the germanium crystals nused were nearly pverfect, Analosous results
could be expected with silicon crystals.

We were looking for crystals eiving high luminosity of the
arrangement and sufficient resolving vower similtanzonslv, .ie
purpose of present coanunication is to show, that tiiese require-
ments are quite well fulfilled by germaniwa and gi'licon single
crystals, cut parallel to the (220) plane. as the resolving nower
of the double crystal spectrometer with these crvstals is couwpi-
rable to or higher than with calcite /rermenium and silicon resp./,
it follows that they are suitable for measurement of line shnopes.

In our measurements primary Cu Ko and Fe Ko radiation
and double crystal spectrometer with Gl~counters, were used. lhe
power supply was stabilized to better than one hnlf rercent. rhe
maximel vertical divergence of the X-ray beam was f L = 0.007
/radiens/. In the antiparallel position /1,1/ the horizontal diver-

gence was about 0, radians.
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STRUKTURA VAKUOVE NAPARENYCH TENKYCH VRSTEV JELEZA

jejich strukturu. okusili jsme se proto urdit strukturu tenkych vratev Jeleza, které s hle-

disks magnetickych viastnosti pravd gtudujeme. Vrstvy ¥eleza jsme ptipravili vypatenim

ve vysokém vakuu (p < 10-¢mm Hg) na sklengnou podlozku phi goudasném zahfivan{

podloltf asi na 300 °C. K napateni vretev jsme poutili péski sistého Zeleza, které jsme .
hitv i prachodem elektrického roudu na teplotu asi 1470 °C. Pasky yeleza jsme P

vnnnim ovanim vrstev vy vali po dobu dvou hodin, aby 8e uvolnily netistoty

z jejich povrchi. Po této dobd jsme teprve potali 8 vlastnim nanédenim vrstev. Hotové

PH studiu ma%\eticky"ch viastnosti tenkych ferromagnetickych yrstev je nutné Znht

Obr. 1. Elektronovy difrakéni snimek tenké vrstvy teleza.

vratvy jsme ponechali del#i dobu uvnitf vakuové aparatury, A% se jejich teplota vyrovnala
s teplotou okolf.

Z takto ziskanych vrstev jsme potidili elektronovym difraktografem Vyzkumného
ocelaiského ustavu ohybové animky u dvou vzorkl, jejichZ tloudtky urtené interferen&ni N
metodou [11byly: (Iy & = 3450 A, (I1) 6 = 2340 A. Elektronovou Aifrakei jsme provedli
pti témét tangenciélnim dopadu elektronového gvazku na rovinu vzorku a pki dvou vino-
vych délkach (A, = 0,0554 A, A, = 0,0817 A). Snimky ukazuji n& lcubickou mifZku pro-
storové centrovanou & jejich charakter je u obou vzorkd upind aouhlasny (obr. 1); miizko-
vé konstanta vypoStens Z Polomén’x difrakénich kruht je @ = 288 A, cot v rémci phes-
nosti experimenuilnich ddajl je v souhlase s hodnotou miizkové konstanty kompaektniho
eleza ¢ = 2,868 A, 2 difraknich snfmkd je patrné velmi vyrazné texturs. Jak z dal¥ich
avah vyplyne, jde u obou vzorkl o vldknitou texturu 8 texturni osou [1 11] kolmou k ro-
viné vrstvy. To znamens, Ze krystaly ve vrstvd jsou orientovany tak, %e jejich krystalo-
grafické roviny (111) jsou rovnob¥iné s rovinou vrstvy & v ni nahodile orientovany. Po-
tvﬂr\ﬂi to okolnost, Ze otalenim vzorku kolem toxturni osy se interferentni obraz nemsni

&nf snimek potizeny Vv jedné poloze & v poloze o 90° ototensé). V obr. 2 jsou znazor-
nény difrakéni kru¥nice jednotlivych interferenci s pHslusnymi misty zhuiténi. Je¥to jde
o rovinny snimek, leZi mista zhusténi na hyperbolickych vrstevnicich. Indexy reflexi hkl
na n-té vrstevnici & indexy texturni 08y [uvw] spliiuji podminku

hu+kv+lw-:-n,
které pro texturni osu [1 11] mé tvar
At ktl=nm
pro n = 0,246, .- vzhledem k tomu, %e perinda identity tlu“ve sméru tdlesnéd uhlopHg-

ky jeu prost;orové centrované miitky rovna jeijf poloving; pro relezo je tyny = 2,482 A.
Pro luow plati
nir
tLul:w] g 'd:;
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Obr. 2. nwm-mmuwmhymwmuw(m).
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setkali. GLooxxr & Kaurp [2] pti studiu vrstev elelctrolyticky nandlienych na méd nebo
na Xelezo zjistili, ¥ u Keleza vEniké vldknité texturs s texturni osou [111] rovaobdinou
se sm¥ry proudovych Sar, d8je-li se vylulovéni = vodniho rostoku chloridu Selesnatého;
s piHmeef chloridu vépenatého v uvzeném ektrolytu mlt&ll

[112). ELzNBaAs [3), ktery studoval magnetické viastnosti tenkych vrstev Selens & niklu
nanadenych elektrolyticky na madi, zjistil u vrstev Selesa stend jako v nallem Eldfld‘
vlknitou texturu s texturni osou [111). Zjistil déle, Ze tato texturase uvrstev oh nek
36p ne\xnkytu'e a u siln&jich je tim vyrazndjiif, Sim v¥tdl proudové hustota p#i elek-

trolyse. z Slanku BEROKA [4] vyplyvé, fo u vrstev leless pliprave
vypysd:nhn v plynné atmosféte (p ~ 1 mm Hg) nastévé stejné orientace kry!t.lﬁ,v::ky::
jeme pozorovali pti vypatovéni ve vakuu.
Do#lo 27. 1. 19585. Janouir BroZ, Viapiuin Sywsizmx
Ustav technické fysiky CSAV, Prshs
Veapmuiz HAVEL
Vyzkumny oceldfsky dstav, Praha
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*) Na spfmku nezapadé do soustavy vrstevnic misto rhukt¥nf leffci na geometrickych
mis)tech vrcholt vrstevnic na difrakéni krufinici 200. Toto misto zhulténi vznikd pravds-
podobnd odrazem primérntho svazku elektroni od podlo¥ky s napatenou vrstvou.
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